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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月1日(2012.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の第１の態様に係る発光素子あるいは本発明の発光素子の製造方法において、第
１半透過・反射膜は、カルシウム（Ｃａ）、アルミニウム（Ａｌ）、バリウム（Ｂａ）、
又は、セシウム（Ｃｓ）から成り、第２半透過・反射膜は、アルカリ金属又はアルカリ土
類金属と銀（Ａｇ）［例えば、マグネシウム（Ｍｇ）と銀（Ａｇ）］から成り、若しくは
、マグネシウム（Ｍｇ）とカルシウム（Ｃａ）から成る構成とすることができ、又は、ア
ルミニウム（Ａｌ）若しくは銀（Ａｇ）から成る構成とすることができる。（第１半透過
・反射膜の構成材料，第２半透過・反射膜の構成材料）の好ましい組合せとして、具体的
には、（カルシウム，マグネシウム－銀）、（アルミニウム，マグネシウム－銀）、（バ
リウム，マグネシウム－銀）、（セシウム，マグネシウム－銀）、（リチウム，マグネシ
ウム－銀）を例示することができる。また、第１半透過・反射膜の厚さの値として１ｎｍ
乃至５ｎｍ、第２半透過・反射膜の厚さの値として１ｎｍ乃至５ｎｍを例示することがで
きる。第２半透過・反射膜をマグネシウム－銀から構成する場合、マグネシウムと銀との
体積比として、Ｍｇ：Ａｇ＝５：１～３０：１を例示することができる。また、第２半透
過・反射膜をマグネシウム－カルシウムから構成する場合、マグネシウムとカルシウムと
の体積比として、Ｍｇ：Ｃａ＝２：１～１０：１を例示することができる。尚、第１半透
過・反射膜及び第２半透過・反射膜が積層された半透過・反射膜は、本発明の第１の態様
に係る発光素子あるいは本発明の発光素子の製造方法において、通常、「膜」として識別
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されるが、部分的に、有機層の最上層部、半透過・反射膜及び抵抗層の下層部が混在した
状態、あるいは、例えば、有機層の最上層部、半透過・反射膜を構成するマグネシウム及
び抵抗層が混在し、銀粒子が点在した状態となっている場合もある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　第１電極及び半透過・反射膜等は入射した光の一部を吸収し、残りを反射する。従って
、反射光に位相シフトが生じる。この位相シフト量Φ1，Φ2は、第１電極及び半透過・反
射膜等を構成する材料の複素屈折率の実数部分と虚数部分の値を、例えばエリプソメータ
を用いて測定し、これらの値に基づく計算を行うことで求めることができる（例えば、"P
rinciples of Optics", Max Born and Emil Wolf, 1974(PERGAMON PRESS) 参照）。尚、
有機層や第２電極、その他の層の屈折率もエリプソメータを用いて測定することで求める
ことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６３】
［表１５］
第２基板　　　　　　　：ソーダガラス
接着層　　　　　　　　：アクリル系接着剤
保護膜　　　　　　　　：ＳｉＮx層（厚さ：５μｍ）
第２電極　　　　　　　：ＩＴＯ層（厚さ：０．１μｍ）
第２抵抗層　　　　　　：厚さ０．５μｍ　（屈折率ｎ2：１．７）
第１抵抗層　　　　　　：厚さ０．０６μｍ（屈折率ｎ1：２．４）
半透過・反射膜：
　　第２半透過・反射膜：Ｍｇ－Ａｇ膜
　　第１半透過・反射膜：Ｃａ膜
有機層（全体）　　　　：厚さ１３０ｎｍ（屈折率ｎ0：１．８）
導電体膜　　　　　　　：Ｍｇ－Ａｇ膜（厚さ：２ｎｍ）
第１電極　　　　　　　：Ａｌ－Ｎｄ層（厚さ：０．２μｍ）
層間絶縁層　　　　　　：ＳｉＯ2層
ＴＦＴ　　　　　　　　：有機ＥＬ素子駆動部を構成
第１基板　　　　　　　：ソーダガラス
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